MAYDON TRANZISTORLI KALIT SXEMASINI TADQIQ ETISH

Suyarova Matluba Xusanovna
Jizzax Politexnika instituti, dotsent suyarovamatluba40@gmail.com tel: +99897-329 65 19

Annotation: This article explores the theoretical and practical aspects of field-effect transistor
(FET) switch circuits. It examines the operating principle of transistors, their behavior in switching modes,
and their effects on load voltage and current. The research highlights the application possibilities, efficiency,
and advantages of FETs as switches. This article can be particularly useful for professionals and students in
the field of electronics.
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AHHOTAnuA: B JdanHoli cmamwe paccmampusaromcsi meopemuveckue U
npakmuyeckue dacnekmsl cXeM nepekaiovyamesiell HA NOE8bIX MPAH3UCMOPAX.
AHasusupyemcss npuHyun pabomel MpAH3UCMOPOS8, UX NO8edeHUe 8 pextcuMax
nepek/al0veHUsl, A MAKxce 8AuUsiHUe HA HA2PY304YHOe HanpsijceHue U mok. Pezysibmamol
uccs1e008aHusi NOO4epKuBArM B03MONICHOCMU npuMeHeHus, 3dgdekmusHocmsb U
npeumyujecmea no/egblx mpaH3ucmopos 8 kayecmae kjawuell. Cmamusi moxcem 6bimbs
0COb6EHHO N0/1e3HOll 0151 Cneyuaaucmos U cmydeHmos 8 0641acmu 31eKmpoHUKU.

KinroueBsle caoBa: [losesoti mpansucmop, MOSFET, [FET, cxema nepekatouamens,
3/1eKMPOHUKA, PEHCUMbl MPAH3UCMOPO8, UCMOYHUK numaHus, Vgs, mok cmoka, paéoma
nepek/ouameisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maydon tranzistorli kalit sxemalarini tadqiq qilishga oid nazariy
va amaliy jihatlar ko‘rib chigiladi. Tranzistorlarning ishlash printsipi, kalit rejimlarida ozini tutishi va
ularning yukdagi kuchlanish hamda tokka bo‘lgan ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida maydon
tranzistorning kalit sifatida qo‘llanilish imkoniyatlari, samaradorligi va ilovalari aniglanadi. Magola,
ayniqsa, elektronika sohasida ishlovchi mutaxassislar va talabalarga foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Maydon tranzistor, MOSFET, JFET, kalit sxemasi, elektronika, tranzistor rejimlari,
quvvat manbai, Vgs, drain oqimi, kalit ishlashi.

Maydonli tranzistorlar (FET) elektron sxemalarda yuqori tezlikda va samarali
ishlaydigan kalit sifatida keng qo‘llaniladi. Ularning asosiy afzalliklari ichida kam quvvat
sarfi, yuqori boshqaruv aniqligi va tezkor javob berish kabilar bor.

Ushbu magolada maydon tranzistorli kalit sxemasi qurilishi va tadqgiqot usullari

yoritiladi.[1-5]
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Maydon tranzistorlar elektr maydonining ta'sirida oqgimni boshqgaradigan
yarimo‘tkazgich elementlar hisoblanadi. Ularning ikki asosiy turi mavjud:

1. MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET): Yuqori boshqaruv darajasi va
samaradorligi bilan ajralib turadi.

2. JEET (Junction FET): Oddiy tuzilma va past kuchlanishlarda ishlashi bilan
mashhur.

FET uchta asosiy terminaldan iborat: Gate, Drain, va Source. Gate terminaliga berilgan
kuchlanish ogimning Drain va Source o‘rtasida ogishini boshqaradi.[6-12]

Kalit sxemasi tranzistorni ochiq (on-state) va yopiq (off-state) rejimlarda ishlashini
tahlil gilishga qaratilgan. Sxemaning asosiy gismlari:

o Vgs boshgaruv signali: Gate terminali orqali boshqariladi.

o Yuk garshiligi (RL): Drain terminaliga ulanadi.

o Quvvat manbai (Vdd): Tranzistorni kuchlanish bilan ta'minlaydi.[6-9]
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I-rasm. Maydonli transistor kalit sxemasi

Tajriba davomida maydon tranzistorli kalitning ishlash samaradorligi tahlil gilinadi.

Zarur Asbob-uskunalar: Signal generator, Multimetr, Maydon transistor, MOSFET
yoki JEFET), Rezistor va ulash simlari, LED diodlar.

Tajriba Bosqjichlari: Sxemani yuqoridagi chizmaga muvofiq yig‘ing.(1-rasm)

1.Gate terminaliga kuchlanish signali uzating.

2. Drain va Source o‘rtasidagi oqimni kuzating.

Tajriba davomida quyidagi xulosalar chiqarilishi mumkin: Ochiq holat (on-state):
Gate kuchlanishi (Vgs) tranzistorning Threshold Voltage (Vth) giymatidan katta bo‘lganda
ogim o‘tadi.[10-12]

Yopiq holatda (off-state): Gate kuchlanishi (Vgs) Vth dan kichik bolganda ogim
o‘tmaydi.
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2-rasm. Olingan natija

Tadgiqot natijalariga ko‘ra, maydon tranzistorli kalitlar yuqori tezlikda javob berishi,
kam quvvat sarfi va samarali boshqaruv xususiyatlariga ega ekanligi aniglangan.

Gate terminaliga uzatilgan boshqaruv kuchlanishi tranzistorni ochiq va yopiq
holatlarda ishlashini ta'minlab, yukdagi ogim va kuchlanishni muvaffagiyatli boshqarish
imkonini beradi.

Shuningdek, tranzistorning kalit sifatida ishlashi yuk garshiligi va boshqaruv signali
parametrlariga bogliq ekanligi qayd etildi.

Ushbu natijalar, aynigsa, zamonaviy elektron qurilmalarda maydon tranzistorlarni
samarali qo‘llash uchun muhim ahamiyatga ega.
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